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Erfindungsanspruch:

Antisattigungsschaltung fur Leistungsschalttransistoren, bei der eine Diode in Reihe mit einem
Dampfungswiderstand vom Kollektor des Leistungsschalttransistors zur Basis des Treibertransistors
geschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, daR parallel zum Déampfungswiderstand {(R1) eine Induktivitat
(L1) angeordnet ist.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung ist insbesondere in Schaltnetzteilen und Motorsteuerungen anwendbar.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Esist bekannt bei Leistungsschalttransistoren den Zustand der Séttigung durch eine von Kollektor nachBasis geschaltete Diode
zu verhindern (Elektroniker Nr.12/1979, S.11). Diese Anordnung hat den Nachteil, daR sehr groRe Ansteuerleistungen
erforderlich sind. Die Ursache ist darin zu suchen, daR die Leistungsschalttransistoren nur geringe Stromverstarkungsfaktoren
haben.
ZurVermeidung dieses Nachteils ist es deshalb bekannt, einen Emitterfolger vor den Leistungsschalttransistor zu schalten. Diese
Anordnung hat den Nachteil, da stérende Schwingungen nach dem Schaltvorgang auftreten kénnen. Die Ursache liegt in der
stark gestiegenen Verstarkung der Anordnung. Es ist versucht worden, diesen Nachteil durch die Einfligung eines
Dampfungswiderstandes in Reihe zu der Diode zu beseitigen (DD-WP 223031). Die Einfligung dieses Widerstandes fiihrt jedoch
zueiner Minderung der Séttigungsverhinderung der Schaltung. Die Ursache hierfiir ist darin zu sehen, daR der Spannungsabfall
am Widerstand zu einem Absinken der Kollektorspannung fiihrt. In dem damit erreichten Arbeitspunkt ist die Verstarkung des

" Leistungsschalttransistors so gering, dal® Schwingungen unterbleiben. Damit ist aber die Séattigungsverhinderung nicht mehr
gewdhrleistet. Es ist nicht mdglich, den Widerstand so groR zu wéhlen, daR? bei Erhalt der Séttigungsverhinderung die
Schwingungen unterdriickt werden.

~ Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine sicher arbeitende Séttigungsverhinderungsschaltung zu schaffen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde.eine Séttigungsverhinderung zu erreichen, ohne das die Anordnung zu Schwingungen
neigt.

ErfindungsgemaR wird das bei einer Anordnung zur Sattigungsverhinderung, bei der eine Diode in Reihe mit einem
Dampfungswiderstand vom Kollektor des Leistungsschalttransistors zur Basis des Treibertransistors geschaltet ist, dadurch
erreicht, dal® parallel zum Dampfungswiderstand eine Induktivitit angeordnet ist.

Die Induktivitat ermdéglicht es bei Erhalt der Funktion der Sattigungsverhinderungsschaltung den Dampfungswiderstand so zu
vergréRern, daB Schwingungen unterdriickt werden. :

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll in einem Ausflihrungsbeispiel anhand einer Schaltskizze naher erlautert werden.

Die Schaltung enthélt zwei getastete Stromquellen, die jeweils eine Stromquelle Qi, 02 sowie einen Schalter Si, S2 enthalten, Die
Stromquelle Q1 ist liber eine Diode VD1 mit der Basis eines Treibertransistors VTi verbunden. Weiterhin ist ein
Leistungsschalttransistor VTS angeordnet, dem eine Lastimpedanz ZL sowie eine Diode VD2 und ein Démpfungswiderstand Ri
zugeordnet sind. Dem Dampfungswiderstand Ri ist eine Induktivitat Li parallel geschaltet.

Durch das SchlieBen des Schalters Si erhilt der Treibertransistor VTi (iber die Diode VDi Basisstrom und steuert damit den .
Leistungsschalttransistor VTS an. Der Strom der Stromquelle Qi ist so dimensioniert, da der Leistungsschalttransistor VTS
sicher den Zustand der S&ttigung erreichen kann.

Der StromfluR im Leistungsschalttransistor VTS bewirkt an der Lastimpedanz ZL einen Spannungsabfall. Wenn die Kollektor-
Basis-Spannung des Leistungsschalttransistors VTS die Spannung zwischen Punkten A und B erreicht, beginnt der Strom der
Stromquelle Q1 zum Teil iber den Ddmpfungswiderstand R1, die Diode VT2 und den Kollektor des Leistungsschalttransistors
VTS abzuflieRen. Dadurch wird verhindert, daB der Leistungsschalttransistor VTS geséttigt wird.

Die GroRe des Widerstandes Ri bestimmt somit die GréRe der sich einstellenden Kollektor-Emitter-Spannung des
Leistungsschalttransistors VTS und den Grad der Sattigung des Transistors. Angestrebt wird der Zustand der Quasiséttigung.
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Diese beschriebene Sattigungsverhinderungsschaltung stellt einen Regelkreis fiir die Kollektor-Emitter-Spannung des
Leistungsschalttransistors VTS dar. Dieser Kreis hat fir kieine Widerstandswerte eine hohe Spannungsverstérkung und eine
Phasendrehung, die zu Schwingungen fiihrt. Durch VergréBerung des Dampfungswiderstandes Ri kdnnen diese Schwingungen
bedampft werden. Die VergréRerung des Dampfungswiderstandes Ri flihrt zu einem gréBeren Spannungsabfall an diesem
Widerstand und damit zu einer starkeren Sattigung des Leistungsschalttransistors VTS, womit die angestrebte Wirkung der
Sattigungsverhinderung aufgehoben wird. Durch die Parallelschaltung der Induktivitdt L1 zum Ddmpfungswiderstand R1 wird
dieser Spannungsabfall verhindert.

Zum Ausschalten des Leistungsschalttransistors VTS wird der Schaiter Si getffnet und der Schalter S2 geschlossen. Die
Ausrdumschaltung AS bewirkt dann eine geordnete Abschaltung des Leistungsschaittransistors VTS.
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